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摘 要

近年來，多晶矽因廣泛的被應用在大面積的電子元件，如液晶顯示器中的薄膜電晶體、太陽能電池及影像感測器等，而受

到相當大的重視。然而目前成長多晶矽的方法不外乎是（1）低壓化學氣象沈積（LPCVD）（2）固相結晶法（Solid Phase

Crystallization，SPC）和（3）雷射結晶法（Laser Crystallization，LC）。LC方法須採用雷射退火，故成本昂貴無法大量製

造；而LPCVD與SPC兩種方法均需要600℃以上的高溫，導致須採用昂貴的石英基板或矽晶片。 本計畫成長多晶矽的方法

是採用金屬（Ni）誘發橫向結晶（Metal-Induced Lateral Crystallization，MILC）的方法，可在500℃下成長出優於SPC的高

品質多晶矽薄膜，故可以採用玻璃當基板，且退火步驟使用兩階段快速升溫退火（Two-Step Rapid Thermal Annealing

，Two-Step RTA）製程，較一般傳統爐管退火（Conventional Furnace Annealing，CFA）減少了製程所花耗的時間，而達

到價格便宜且可快速大量生產的目的。
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